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Telefunken Transistor BF196 Datasheet

BF 196 - BF 198

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistoren mit kleiner Riickwirkungs-
kapazitidt. Besonders geeignet fiir geregelte FS-ZF-Verstéarkerstufen
in Emitterschaltung.

Silicon NPN planar RF transistors with low feedback capacitance.
Especially for controlled TV-IF amplifier stages in common emitter
configuration.

Abmessungen - Dimensions

Mafe in mm :
M2:1 E %

BF 196 BF 198
Kunststoffgehause Kunststoffgehiuse
= 80T 25 =TOD 92
Gewicht - Weight Gewicht - Weight
max. 0.2 g max. 0,29
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UsEo 30 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 4 v
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom Ig 3 mA,
Gesamtverlustleistung

tﬂ.mb = 45“": ptll:lt 300 mw
Sperrschichttemperatur tj 150 °c
Lagerungstempearatur tstg 55.+150 b
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BF 196 - BF 198

Datasheet

Wirmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Rthaa

Statische KenngréBen - DC characteristics

Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 10 pA Uiericeo
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ilc = 2mA Usriceo®
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 10 pA UeRriEBO
Basis-Emitterspannung

Ucg = 10V, I = 4mA Uge
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UCE= 10V, |E= 4 mA hFE

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tgpp, = 25°C

Transitfrequenz

Ucg = 10V, Ig = 4mA, f = 100 MHz fr
Rilckwirkungskapazitat

Ucg = 10V, I = 1mA, I = 047 MHz Ciira
Rauschmai

Ucg = 10V, I = 4mA, Rg = 1000Q,

f = 35MHz F

Vierpol KenngriBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur gy = 25°C

Emitterschaltung
Ucg = 10V, Ig = 4mA, f = 35 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oig
Cie
KurzschluB-Rickwértssteilheit | ¥re |
~%re
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ie |
—Pig
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Soe
Coe
1) "1;3 - 001,14, - 03ms
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Min. Typ. Max.

350 °C/W

40 Vv
30 Vv
4 vV

750 B840 mV

27 80

400 MHz
022 pF
3 dB
4.5 mS
40 pF
45 Th

a5°
105 mS

20°
as =
13 pF
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